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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розвиток фізико-технологічних основ та синтез оптоелектронних елементів управління функціональними
параметрами оптичного випромінювання

Назва роботи англійською:
Development of physical and technological bases and synthesis of optoelectronic elements of the control
functional parameters of optical radiation

Реферат українською:
Розвиток фізико-технологічних основ, аналіз і синтез оптоелектронних приладів нового покоління для
управління функціональними параметрами та характеристиками оптичного випромінювання. Будуть
розроблені та апробовані нові методи та пристрої для модуляції одного оптичного випромінювання іншим
більш короткохвильовим. Будуть отримані поруваті наногетеросистеми на основі GaP з пониженою
розмірністю та досліджено їх оптичні та інші фізичні особливості. Будуть розроблені методи управління
положенням p-n-переходу при опроміненні його потужними оптичними, НВЧ та нейтронними потоками.

Реферат англійською:
There will be developed and approved new methods and devices for modulation of one optical radiation by the
other more short-wave. In the work the porous nanoheterosystems on the basis of GaP with the reduced
dimension will be gotted, and their optical and physical features will be studied. 2. The influence of functional
parameters of materials of optical filters and attenuators on the basis of thin optical films and thin optical fibres on
their transmission characteristics: width of bar of admission and its position, coefficient of fading and other. 3.
Experimental researches will be conducted and the methods of management p-n-transition position at its
irradiation of powerful optical and neutron streams will be developed.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Розвиток фізико-технорлогічних основ та синтез оптоелектронних елементів
управління функціональними параметрами оптичного вимірювання

Назва НТП англійською: Development of физико-технологических bases and synthesis of optronic
custom the fukncional'nimi parameters of the optical measuring controls

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування:
Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Як підкладки для світловипромінюючих структур на основі GaN на сьогодні в основному
використовують сапфір (розузгодженість граток 16%) і S іС (розузгодженість граток 9,5%), на яких вирощують
усю світловипромінюючу структуру. Така висока розузгодженість граток приводить до виконання
механічних напружень в структурі, підвищення дефектності плівок GaN і, як наслідок, до суттєвого
зменшення внутрішнього, а також і зовнішнього, квантового виходу випромінювання.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 2015 рр.

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: Автомобільна та літакобудівна промисловість

Перспективні ринки: країни СНД

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 300

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 0
Очікуваний термін окупності (років): 2-3 роки

Додаткова інформація: Спільне використання результатів роботи
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